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1 . Bel diesem BericKt handett es sich urn den intemationalen vorfdufigen PrOfungsbericht, der von der mil der 
?i?i"f SS^.!®" vorlfiuf^n PrOfung beaUftragten Behdrde nach Artikel 35 Orstellt wurde und dem Anmelder gemfiB 
AruKel 36 ubenrnitten wM. 

2. DIeser BERICHT umfaBtlnsgesamt 7 Blfitter einschlleBiichdies^ Dm 

3. AuBerdemliegendemBerk:htANLAGENbei;dieseumfassen 

a. Bl (an den Anmelder und das IntemationaJe BOro gesandt) Insgesamt 1 5 Bldtter; dabei handett es sich urn 

B Blatter mn der Beschrelbur>g, AnsprOchen undJbder Zefchnungen. die gedndert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undbder Blatter mit Berichtlgungen, denen die Behdrde zugestimmt hat {slehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaitungsvorschriften). 

Q Blatter, die frOhere Blatter ersetzen. die aber a us den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und Im ZusatzfekJ angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Ober den Offenbarungsgehalt der 
Intennatlonalen AnmekJung In der ursprungllch eingerefchten Fassung hinausgeht 

b. □ (nur an das Internationale BOro gesandtji> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAles elektronischeii 

Datentrager(s) angeben) , der^ie ein SequenzprotokoB und^er die dazugeh&rlgen Tabellen enthfllibnthaRen. 
nur in computertesbarer Fomi, wie im ZusatzfeM betreffend das SequenzprotokoO angegeben (slehe Abschnill 
802derVenwaltungsvorschrjften). ■ 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 





FeM Nr. 1 


□ 


Feid Nr. II 


□ 


FeM Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 




Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 




FeM Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritfit 

Kelne Ersteltung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische TAtigkelt und gewerblfche 



Mangelnde Einheitlk^hkeit der Ernndung 

BegrOndete Fesistellung nach Arlkel 35(2) hinstehtlteh der Neuheit, der erfinderlschen Tfltigkeil 

und der gewerbltehen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklfirungen zur StOtzung dieser FeststeOung 

Bestimmte angefOhrts Unteriagen 

BesUmmte Mfingei der intematkmaJen AnmeMung 

Bestimmte Bemerkungen zur intematfonalen Anmektung. 
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Feid Nr. i Grundlage des Berichts 



1 . Hinsfchtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen AnmekJung In der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben 1st 

□ per Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Originalsprache In die f olgende Sprache. 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handert. die fOr folgenden Zweck eingereicht worden ist 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12^ und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel12.4) 

□ Internationale yoriSufigePrOfung (nach Regein 55^ undAxJer 55^) 

2. Hinsfchtllch der Bestandtefle* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzbmtter, die dent 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nachArttkei 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahman dieses Berichts als 

urspmnglicheingereK^undsM'^rMttbeigefQgt): 

Beschreibung, SeKen 

^•^■i^ inderursprOnglicheingereichtenFassung 
2. 2a, 2b, 3 efngegangen am 26.07.2005 mttTeieiax 

AnsprOche^ Nr. 

■•"^ eingegangen am 03.02.2006 mitTetefBX 

. Zbichnuhgen, BIfitter 

'•^^ inderursprOngllchelngereichlenFaMmo 

□ einem Sequenzprotokoll und43der etwaigen dazugehdrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betraffend dse 
Sequenzprotokoil 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Untertagen fortgefatlen: 

□ Beschreibung: SeUe 

□ AnsprOche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

Q Sequenzprotokoll ("i^enaciei^/^gtatan;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einlgen) der diesem Bericht belgefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstelft worden, da diese aus den im ZusatzfeW angegebenen GrOnden nach 
Auffassung der Behdrde Ober den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c}^. . 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprOche: Nr. 

a Zeichnungen: BlatiAbb. 

□ SequenzprotokonYpmaciei4ngateriJt 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tiabellen feen«iio>4ngatoeo^ 

♦ Wexm Puxikt 4 zutrlfft, k6nnen einige oder alia dieser BiStter mi t der Bemerfcuna 
"ereetzt" veraehm warden. 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatlgkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieeer 
Feststellung . . 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: AnsprOche 1-38 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-38 

Nein: Ansprik:he 
Gewerblk:heAnwenc&arkeit(iA) Ja: AnsprOche: 1-38 

Nein: AnsprOche: 

2. Unteriagen und ErMSrungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. Vlli Bestlmmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeidung 



Zur Klartieit der Patentanspruche,.der Beschreibung und der Zek:hnungen oder zu der Frage, ob die Anspriiche in 
vollenn Urnfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bem^^ 

siehe Beiblatt 
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ZuPunktV 

Begrundete Feststellung hmsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . ) In diesem Bericht wird auf das/die f olgende/folgenden Dokument/e venvlesen: 

D1 : US-A^407320 (LEVINE JULES D) 4. Oktober 1 983 
D2; EP.A-940860 (NAKATA JOSUKE) 8. September 1999 

2. ) Die vorliegende Anmeldung erfullt die Erfordemisse des Art. 33(2)(3) PCT, weil der 
Gegenstand der unabhanglgen Patentanspruche 1 und 16 neu und erfinderisch isL 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. 

Es offenbart ein Verfahren zur Herstellung efner Serienyerschaltung von Solarzellen mit 
Halbleiterkdrpem mit den folgendeh Merkmalen: 

Einbringen von efnem oder mehreren leitenden Korpem In eine isoiierende Tragerschicht 
nach einem Muster wobei die leitenden Korper wenigstens auf einer Selte der 
Tragerschicht aus der Oberflache der Tragerschicht herausragen (siehe D1. Abbildung 1, 
Bezugszeichen 1 1 1), und das Muster wenigstens eine Trennlinie der Breite B vorsieht, die 
aus einem Oder mehreren leitenden Korpem gebildet wird (siehe D1, Spalte 3, Zeilen 17- 
26; Abbildung 1); 

Einbringen von mehreren kugel- oder komfoimigen Halbleiterkdrpem in die isoiierende 
Tragerschicht nach einem Muster, wobei die Halbleiterkorper aus Si Sut>stratkemen 
bestehen und wenigstens auf einer Seite der Tragerschk:ht aus der Oberflache der 
Tragerschicht herausragen (siehe D1; Abbildung 1, Bezugszeichen 110; Spalte 3, Zeilen 
4-13), und das Muster vorsieht, dass die Beretehe neben einer oder zwischen mehreren 
Trennlinien aus leitenden Kdrperii mit Halbleiterkdrpem bestuckt werden (siehe D1 ; 
Abbildung 1); 

Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper auf einer Seite der Tragerschicht (siehe D1; 
Abbildung 3b); 

Aufbringen einer leitenden ROckkontaktschicht auf die Seite der Tragerschk:ht, auf welcher 
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Telle der Halblefterkorper abgetragen warden (siehe D1 ; Abbildung 4a, 4fa; SpaRe 3, 
Zeilen 57-59): 

Aufbrlngen einer leitenden Vorderkontaktschicht auf die Seite der TrSgerschicht, auf der 
keine Halblefterkorper abgetragen wurden (slehe Dl ; Abbildung 4a; SpaKe 3, Zeilen 54-56 
and 61-63); 

Einbringen von jeweils zwei Trennschnitten entlang einer Trennlinie aus leitenden Korpem, 
wobei ein erster Trennschnitt in die Vorderkontaktschicht und ein zweiter Trennschnitt in 
die RQckkontaktschfcht eingebracht wird, die Trennschnitte auf unterschiedlteheri Serten 
derieweiligen Trennlinie liegen, und die Trennschnitte die Ruckkontaktschicht bis zu der 
Tragerschicht durchdringen (siehe pi ; Abbildung 1 ; Spalte 4, Zeilen 33^1). 

Der Gegehstand des Anspruchs 1 unterscheidet steh daher von dem aus Dl bekannten 
Verfahren dadurch, dass die Halbleiterkorper aus Substratkeme bestehen, die wenigstens 
mit einer leitenden Ruckkontaktschicht aus l^olybdan und einer daruber angeordneten 
Halbleiterschicht aus einem l-lll-VI Verbindungshalbleiter beschichtet sind, dass vor 
und/odernach der Abscheidung der Vorderkontaktschicht und/oder der 
Ruckkontaktschicht eine Bufferschicht aus CdS und/oder eine Schicht aus intrinsischem 
ZnO abgeschleden werden oder eine Bufferschfeht aus CdS und/oder eine iSchicht aus 
intrinsischem ZnO bereits auf den Halbleiterkorpem abgeschieden wurden und dass beim 
Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper die Ruckkontaktschicht frei g 

Der Gegehstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die neue techntschen Merkmale werden dem Fachmann durch Dl nicht nahe gelegt, da 

Dl keinen Hinweis enth§lt auf eine splche Struklur der Halbleiteikorper. 

Das Dokument D2 beschreibt ein HalbleiterkSrper mit efnem dielektrischen Substratkem. 

mit einer leitenden Ruckkontaktschicht und eine CulnSeg Halbleiterschicht Die restltehen 

Merkmale der Halbleiterkorper. sowie die besondere Herstellungsverfahren einer 

SerienverschaKung nach Anspruch 1 der Anmeldung sind nicht in D2 beschrieben oder 

envahnt. 

Daher kann der Gegenstand des Anspmchs 1 nicht als eine naheliegende Komblnation 
der Lehre aus Dl und D2 angesehen werden. 

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch als erfinderisch betrachtet (Art. 33(3) 
PCT). 
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Mit ahnllchen Argumenten wird der Geigenstand des unabhangigen Patentanspaich 16* 
dessen Gegenstand eine Serienverschaltung von Solarzellen mh Halble'rterfcorpem ist, als 
neu und ei^nderisch betmchtet (Art. 33(2)(3) PCT). 

3. ) Die AnsprOche 2-15 smd vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damrt ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuhelt und erfinderische Tatigkeit. 

Die Ahspruche 17-37 sind vom Anspmch 16 direkt Oder indirekt abhangig und erfullen 
damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 

4. ) Der Photoyoitaikmodul von Anspruch 38 umfaBt eine Serienverschanung von 
Solarzellen nach der Anspruche 16-37, und ist somit auch neu und erfinderisch anzusehen 
(Art. 33(2)(3) PCT). 

5. ) Die Gegenstande der Patentanspruche 1-38 erfullen die Erfordemisse des Art. 33(4) 
PCT well sie gewerblteh anwendbar sInd. 



ZuPunktVIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 

1 .) Die Gegenstande der Patentanspruche 1,7,16,33 erfulleri nicht die Erfordemisse des 
Art. 6 PCT, weil sie nicht klarsind. 

In den Anspruchen 1 (Verfahren) und 16 (Produkt) wird die Serienverschaltung von 
Solarzellen beansprucht. Es ist dem Fachmann aber nteht klar, wie die serienverschaKete 
Solarzellen aus den kugelformigen Halbleiterkorper ausgebildet werden. In den 
Anspruchen wird die einzelne Splarzelle nicht klar definiert, so ist die Definition des 
Gegenstands dieses Anspruchs nteht klar (Artikel 6 PCT). 

Im Anspmch 7 ist der Begriff: "Hilfsmittel" vage und unklar und IfiBt den Laser uber die Be- 
deutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daB 
die Definition des Gegenstandes dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 
Im Anspruch 33 ist der Begriff: "bandformig" fur die Serienverschaltung vage und uhMar 
und laBt den Leser uber die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzetchen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) ' ' ' . PCT/EP2004/010781 

Ungewissen. Anscheinend bezieht sich der Begriff auf die spezielle Form des 
Tragerschicht Dies hat zur Folge, dal3 die Definition des Gegenstandes dieses 
Anspmchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT). 



FbrmUaR PCT/BeailallA409 (Btatt 4) (EPA^Iariuar 2004) 



27-07-2005 10009-PT-WO 



2 



EP0410781 



26.07.2005 



Hundert \m werden isolierte Leiterstifte ieingebracht, die an 
der Vorderseite fest mit eirier leitfahigen Schicht yerbunden 
werden. Die Reihenverschaltung der Arrays wird Ober die An- 
bringiing von lieiterbrucken vorgenommen, wonach die Arrays am 
5 Ende des Vorgangs voneinander elektrisch getrennt werden. Die 
Trenhstellen werden mit isolierenden xmd gleichzeitig kleben- 
den Materialien vergossen. 

In einem anderen AusfOhrungebeispiel; das ebexifalls in der 
10 DeutBchen Offenlegungsschrift: DB 100 52 914 Al beschrieben 
wird, wird bei der Herstellung des Halbleiterbauelementesys- 
tems so ver£ahren, dass abwechselnd auf definierten Flachen 
unterschiedliche Halbleiterbauelementtypen (n- und p-Material) 
aufgebracht: werden. So bilden sich auf einer Seite eines Sye- 
IS terns abwechselnd Bereiche mit positiveh Oder negativen EleJc- 
troden aus, die durch eine integrierte Verschalt\ing in Reihe 
verbunden werden konnen. Dazu werden die Elektrodenschichten 
abwechselnd oben tmd unten vmterbrochen. Die Aufbringung von 
Ainterschiedlichen Halbleiterbauelementtypen zur Erzeugung ei- 
20 ner Fl&che mit unterschiedlichen Elektroden stellt jedoch ein 
aufw&ndiges Verfahren dar. . 

Aus der US-Patentschrift US 4,407,320 ist ferner ein Ver£ahren 
zur Herstellung von Solarzellen bekaumt, bei dem kugelfdrmige 
25 Halbleiterkorper in eihe isolierende Schicht eingebracht wer- 
. den. Die Kugeln weisen auf einer Seite einen Halbleiter vom 

Typ n aiif , wthrend sie auf der anderen Seite eihen Kialbleiter- 
typ p aufweisen. Auf beiden Seiten der isQlierenden Schicht 
wird jeweils eine leitende Schicht aufgebracht, urn die Kt^eln 
30 miteixiander zu verbinden. Femer werden leitende Trennlinien 
axis Kugeln, einer Paste oder beispielsweise einem Drsdht herge- 
stellt. Um eine Serienverschaltung herzustellen, werden auf 
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beiden Seiten der leitenden Trennlinie weehselseitlg Schnitte 
in die leitenden Schichten eingebracht . 

Es ist femer belcannt, iinabhangige spharische Halbleiterbau- 
5 elemente ausztibilden, welche vollstandige Halbleiter inklusiye 
der erforderiichen Elektroden darstellen* . BelspielBweise iat 
es aus der Europaischen Patentanmeldung EP 0 940 860 Al be- . 
kannt, einen spharischen Kern durch Maskierungen, At:z8chritte 
und das Aufbringen von verschiedenen Material schicheen zu ex- 
10 nem sphSrischen Halbleiterbauelement ausziibildeh. Derartige 
Halbleiterbauelemente konnen als Solarzellen eingesetzt wer- 
den, wenn der p/n-Ubergang so gewahlt: ist, dass er einf alien- 
des Iiicht in Energie umwandeln kann. Ist der p/n-flit>ergcuig so 
ausgebildet, dass er eine angelegte Spannung in Licbt umwan- 
15 ^eln kann/ kann das Halbleiterbauelenient als Ijicht emittiereh- 
des Element eingesetzt werden. 

Femer offenbart die US-Patentschrift US 5,578,503 ein Verfah- 
ren zum schnellen Herstellen von Chalkopyrit-Halbleiter- 
schichten auf einem Sxibstrat , bei dem einzelne Schichten der 
Elemente Kupfer, Indium oder Gallium und Sch%#e£el oder Selen 
in elementarer Form oder als binare zwischenelementare Verbin- 
d\mg au£ ein Substrat aufgebracht werden* Das Substrat mit deiii 
Schichtaufbau wird daraufhin schnell aufgeheizt und zwischen 
10 Sekunden und einer Stunde auf einer Temperatur von; » 350«C 
gehalten* 

Aufgabe der Er£indung ist es, ein Verfahren zur Herstellung 
von Serienverschaltungen von Solarzellen mit integrierten 
Halbleiterk5rpem bereitzustellen, das mit wenigen und einfa- 
Chen Verfahrensschritten durch£uhrbar ist. 
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Femer ist es Aufgabe der Erfindung^ eine Serienverschaltung 
von Solarzellen mit integrierten Halbleiterkdrpern bereitzu- 
Btellen, die durch wenige und einfach dxarchzufOhrende Verfah- 
5 rezisschritte hergestellt ist. 

Aufgabe der Erf indung ist es femer; ein Photovoltaikinodul mit 
serienverschalteten Solarzellen bereitzustellen. 

10 Erfindungsgemac wird diese Aufgabe durch die Merkmale der An- 
^ spriiche 1, 18 und 43 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der 

Erfindiing sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

Bei dem erf indungsgemaSen Verfahren zur Herstellung einer Se- 
15 rienverschaltung von Solarzellen mit integrierten Halbleiter- 
kdrpern warden ein oder mehrere leitende K6rper und kugel- o- 
der korhfdrmige Halbleiterk6rper nach einem Muster in eine 1- 
solierende TrSgerschicht eingebracht, wobei die kdrper wenigs- 
tens au£ einer Seite der TrSgerschicht aus der Oberfl&che der 
20 Tragerschicht herausragen, und das Muster wenigstens eine 
durchgehende Trennlinie der Breite B aus leitenden Xorpern 
vorsieht. Die Bereiche neben einer Trennlinie oder zwischen 
mehreren Linien werden mit Halbleiterkdrpern bestQckt. 

25 In einem bespnders bevorzugten Ausfiihrungsbeispiel der Erf in- 
dung sieht das Muster in der Tragerschicht vor, dass zwischen 
einer Trennlinie und einem Bereich, der mit Halbleiterkdrpern 
bestuckt ist, ein Abstand liegt,. so dass sich neben einer 
Trennlinie ein dunner Streifen ergibt, in welchen Trennschnit- . 
30 te eingebracht werden konnen, ohne dass die leitenden Kdrper 
oder die Halbleiterkorper dabei beruhrt und ebenfalls durch- 
trennt werden. Es ist auch moglich, keinen Abstand vorzusehen, 
. so dass die Trennschnitte so eingebracht werden, dass dadurch 
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Teile der leitenden Korper und/oder der Halbleiterkdrpier abge* 
trennt werden. 

Bei den in die TrSgerschicht eingebrachten Kozpem kann es 
5. sich bei spiel sweise um Kozper aus Vollniaterial oder 
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Neue FatentanaprClches 

1. Verfahren 2ur Herstellung einer Serlenverschaltung von So- 
larzeilen mit integrierten Halbleiterkoxpem, 
5 g e Jc e a n's'e i e k a a t: ' 

durch folgende MerJcinales 

- Eixibringen von elnam Oder mehreren leitendan Kfizpern (20) 
in eine isolierendo Tragerschicht (10) nach eineni Muater 
wobei die leitendan K6rper (20) wenigetona auf einer Sei- 

^ 10 te der Tr&gerschicht aus der oberflScbe der Tragerschicht 

heraucragen^ lond daa Muster wenlgstens eine Trennlinie 
(21) der Breite B vorsieht, die aua einem Oder tnehreren 
leitenden Korpem (20) gebildet Wird; 

Einbringen von mehreren }aigel- Oder komffirmigen Halblei* 
15 terk6rpem (30) in die isolierende TrSgerschichc (10) 

nach einem Mueter, wobei die Halbleiterkorper (30) aus 
Substratkemen beetehen, die wenigstens mlt einer leiten- 
den R{ic}ckontakt8c:hichC aus MolybdSn lind einer darOber an* 
geordneten Balblelterschicht aua einem I-III-VI" 
20 Verblndungshalbleiter beachicbtet aind, die Ealblelter* 

^ k6rper (30) wenigstens aiif einer Seite der Tr&gerschicht , 

aus der Oberfl&che der Tragerschicht herauaragen, xind das 
Muster voraieht, dass die Bereiche nebeh. einer oder zwi- 
schen mehreren Trennlinien (21) aus leitenden K6rpezn 
25 (20) mit HalbleiterlcSxpern (30) best^ckt werden; 

- Abtragen von Teilen der Halbleiterkorper (30) auf einer 
Seite der Tr&gerschicht (10) bis die Rackkontaktschicht 
der Halbleiterkorper (30) frei gelegt ist; 
Aufbx-ingen einer leitenden R^lckkontaktschicht (50) auf 

30 die Seite der Tragerschicht (10), auf welcher Teile der 

Halbleiterkorper (30) abgetragen wxirden; 

Aufbringen einer leitenden Vorderkontaktschicht (40) auf 
die Seite der Tr&gerschicht (10), auf der keine Halblei* 
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terk&rper abgetragen wurden, vobel vor xind/oder nach der 
Abscheldimq der Vorderkontaktschlcht (40) und/oder der 
Ruckkontaktschicht (50) eine Buf f erechicht a ua CdS 
und/oder eane Schlcht aus Intrlngiechem Zinkoxld abge- 
schiedeh warden oder eine Buf ferschlcht aua CdS und/oder 
elne Schic ht aue intrinsischem Zlnkoxid bereitfl auf den 
verwendeten kom- oder kugelf ormlqen Halblelterkdrpern 
(30) abqeechleden viirden; 

Einbringen von jeweilB zwel Trennachnitten (60;61) ent- 
lang elner Trennlinie (21) aus leitenden Kdrpem (20), 
vobei ein erater Trennschnitt (60) in die Vorderkontakt-^ 
schicht (40) und ein zweiter Tretnnschnitt (61) in die 
Ruckkontaktschicht eingebracbt wird, die Trennschnitta 
au£ unterachiedlichen Seiten der jeweiligen Trennlinie 
(21) iiegen, \ind die Trennschnitta (60/61) die Rttckkoa- 
taktscbicht' (SO) bis zu der Tr^kgerechiebt (10) durchdrin- 



2. Verfahren nach Anspruch 1, 
20 dadureb gekennseiehae^, 

dass die kugel- oder komf&rmigen Halbleiterkdrper (30) eine 
Schicht aua einetn TCO (Transparent Conductive Oxide) aufwai- 
sen. . * 



25 



30 



3. Verfahren nach einem oder beiden der vorangegangen Ansprfiche 
1 und 2 • 

dadurcb gelcannsaiebnat, 

dass neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterkdrper (30) 
Telle der leitenden X6rper (20) abgetragen verdan. 

4. Vezrfahren nach einem oder mehreren der vorangegangen AnaprQ*- 
Che, 

dad tire h gakannaalebaat. 
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dasa neben dem Abtragen von Teilen der Halbleiterk6rper (30) 
ein Teil der Tragerschicht (10) abgetragen wlrd. 

5. verfahren nach einem pder mehreren der yorangegangen Ansprtl- 

S . che, 

dadurcb g»Kennselobnet# 

daes die leitenden K6rper (20) und/oder die Halbleiterkdrper 
(30) durch Streuen^ Staiibcn und/oder Drucken auf die Tr&ger- 
Bchicht (10) aufgebracht und danacb in die Trftgerschieht 
10 eingebracht warden. 

6 . Verfahren nacb einem Oder mehrerian der vorangegangen Aneprd- 
che, 

d a d u r e 2i gekennselehnet, 

X5 dase mehrere leitende Kdrper (20) in Form von kugel- Oder 

kprnfdrmigeri Partikeln, in Pomi von BSndern oder in Form «i- 
ner Paste in die TrSgerschicht (10) eingebracht werden. 

7. VerfaJiren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
20 spriiche, 

dadurch gekenaseichnet, 

daes die leitenden K6rper (20) \ind/oder die Halbleiterk6rper 
(30) durch ein Hilfsmittel zu einem Muster angeordnet wer- 
den, und die K6rper (20|30) mit dem Hilfsmittetl auf und/oder 
25 in der Tragerschicht platziert wesrden* 

Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprAche, 

dadurch gekeanxelebnet, 

30 dass die Tragerschicht (10) eine Matrix mit Aussparungen 

ist, in welche die K5rper (20;30) eingebracht Werden. 



GEAENDERTES BLATT 



03-02.2006 +49 241 4007121 EP0410781 

10009-PT-WO 

21 



9. Verfahren nach einem Oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprOcher 

dadurch gekenns^lchnetr 

dass die Koxper (20;30) durch einen Erwarmangs- und/oder 
5 Pressvorgang in die Tragerschicht (10) elngebracht weartien. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
eprOche/ 

dadurcb gekeaBselebaat, 

10 dass flich eine Trennlinle (21) aus leitenden K&rpem (20) 

zwischen 2wei gegenflber llegendea Kanten der TrSgcrschicht: 
(10) eretreckt. 

11* Verfahren nach einem Oder meteeren der vorangegangenen Anr 

IS 8pr{iche« 

d«dttreh gekeanseieliae^f 

dass das Abtragen der Koxper (20; 30) und/oder der Trager- 
schicht (10) durch Schleifen, Polieren^ Atzen^ therroischen 
Energieeintrag und/oder photolithographieche Prozesse er- 
20 folgt. 

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprCLche, 

dadurch geke&nselchnet^ 

25 dass die Ruckkontaktschicht (50) \md die Vorderkontakt- 

schicht (40) durch PVD- Verfahren, CVD-Verf ahren oder andere 
auf die Art der jeweillgen Schicht: abgestimmte Verfahren 
abgeschieden werden. 

30 13 .Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprflche, 

dadvz-ch gekaanseic hn e t , 
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dasfi die Treimschnltte (60; 61) durch Verfahren wie Schnei- 
den, Ritzen, Atzen, thermischen Energieeintrag oder photo- 
lithographische Prozecee eingebracht werden. 

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprilche# 

d a d u r c h g e k e n n x e 1 c h n e t; , 

daBS die Breite einer Trennlixiie (21) in der Gr66enordniang 
von B = 10fiin-3tmn, insbeeondere zwiachen lOiun-SOOjim, liegt. 

15 . Verfahren nach einem oder mehreren der vorangegangenen An- 
sprache, 

dadureh gekennsaichniatr 

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Gr6- 
15 Cenprdnung von Imm-Scnir insbesondere zwischen Smm-Simn, 

liegt. 

!€• Serienverschaltung von Solarzellen iRlt integrierteh Balb- 
ieiterk6rpern, 
20 dadurcb g e k e n n s • 1 c li xl e t , 

dass die Serienverschaltxnig wenigstens folgende Merlonale 
aufn^iat: 

- eine Isolierende Trftgerschicht (10) , in welche ein oder 
mehrere leitende K6rper (20) nach einem Muster einge* 

25 bracht eind, wobei die leitenden Korper (20) weiiigetens 

auf einer Seite der Tr&gerschicht aua der Oberf Iftche 
der Tragerschicht heraueragen, und dae Muster wenigs- 
tens eine Trennlinie (21) der Breite B voraieht, die 
aus einem oder mehreren leitenden Kdrpem (20) gebildet 

30 Bind; 

- mehrere kugel- oder komformige Halbleiterk6rper (30) 
in der isolierenden Tr^gerschicht (10), wobei die Halb- 
leiterkorper (30) aus einem Substratkem bestehen, der 
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wenigstene mit einer Icitenden RGckkontaktechicht aus 
Molvbdan u nd einer Malbleiterschlcht aus einem 1-111- 
2^-Verbindungshalbleiter beschichtct iat und die Halb- 

leiterk6rper (30) wenigstens auf einer Seite der Tr&- 
gersbhicht aus der Oberfl ache der TrSgerschlcht heraue- 
ragen und ein Miister bilden, in dem die Bereiche neben 
einer oder zwiechen roebreren Trcnnlinien (21) roit Halb- 
leiterk6rpem (30) bestiicJct aind; 

- elne leitende Vorder)contakt6chicht (40) au£ einer Seite 
der Tragerschicht (10), auf der die Korper (20;30) au0 
der Schicht herausrageni 

- eine leitende ROckJcontaktschicht (50) auf der Seite der 
Tr&gerschicht, die der Vorderkontaktachicbt (40) gegen- 
{User liegt; 

15 . eine Buf f erschicht auB CdS und/ode r eine Schicht aua 

intrineiBchem Zinkoxld eder elne Buf f e rechicht aue CdS 
xmd/oder eine Schicht aus Intrinsischem Z inkoxid be^^ 
reits auf den verwendeten kora- Oder kuge lfftrinigen 
Halbleiterkorpem (30) ? 

20 . jewellB zwei TrcnnBchnitte (60; 61) entlang einer Reihe 

auB LeiterkSrpem (20), wobei ein erster Trennschnitt 
(60) in die Vorderkontakt schicht (40) und ein zweiter 
Trennechnitt (61) in die Rfickkontakt schicht eingebracht 
ist, die Trenxischnltte auf iinterschiedlichen Seiten der 

25 jeweiligen Reihe aus Lexterkfirpem (20) liegen« \and die 

TrennBChnitte (60; 61) die ROckkontekt schicht (50) bis 
zu der Tragerschicht (10) durchdringen; und 

- wenigstens einer der Halbleiter)o6rper (30) auf der Sei- 
te der Tragerschicht (10) , auf welcher die R^Wcontakt- 

30 schicht (50) der Solarzelle angeordnet ist, cine Fl&che 

aufweist, Ober die ein direkter Kontakt zwlschen der 
Rflckkontaktschicht (50) der Solarzelle und .der Rfickkon- 
taktschicht des Halbleiterkorpers (30) beeteht. 
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17. Serienverschaltiing nach Anspruch 16, 

d a d ti rch gekennaaiehnet, 

dass die Tragerschicht (10) aus cinem thennoplaetischen Ma- 
5 terial besteht^ 

18. serlenverechaltung nach eincm oder beiden der Anspriicha 16 
und 17, 

dadurch gakannaalchnat, 

10 dass die Tragerschicht (10) aus einem Polymer aus der Grup- 

pe der Epoxide, Polyurethane, Polyacryle, Polycarbonate, 
Polyester und/oder Polyimide best^t . 

19. sexienverachaltung nach eihein Oder mehreren der JineprQche 
15 16 bis IS, 

dadurel^ geken&seleS^A^^r 

dass ein leitender Xdrper (20) durch eine Paste oder eln 
Band gebildet wird. 

20 20. Serienverschaltiang nach einem oder mehreren der Anspruche 
16 bis 19, 

dadurch g e k e nn z e 1 c h n e t , 

dass ein leitender Korper (20) durch einen Icugel- oder 
Jcoxnffirroigen Partikel gebildet wird. 



25 



30 



21. Serienverechaltung nach Anepruch 20, 
dadureh gekenaaeicsh&et, 

dass ein leitender KSrper (20) in Vollmaterial aus einem 
leicenden Material besteht, oder ein leitender X6rper (20) 
aus einem Substratkem besteht, der mit einem leitenden Ma- 
terial beschichtet ist. 

22. Serienverschaltung nach Anspruch 21, 
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dadurcb g e k a a a « e t c b a • t # 

dass Bin leitender Korper (20) In Vollmaterial aus Kupfer 
Oder elnem Subatratkem besteht, der mit Kupfer beechichtot 
ist. 

23. Verfahrcn nach einem oder mehreren dex AnsprOche 16 bia 22, 
dadurch g e k e n a s • 1 c h n e , 

dase die Halbleiterkdrper (30) eine Schicht aus einem TCO 
(Transparent Conductive Oxide) aufweicen. 



10 



24 • Serlehverechaltung nach einem oder mehreren der Anspracbe 
16 bis 23, 

dad u r c h g e k e a a a e i chaet, 

dass die Xrennlinie (21) aus leltenden iSrpearti (20) im We- 
15 eentlicheii gerade ist und sich zwlschen zwei gegenOber lie- 

gendea Kanten der Tragerschicht (10) erstreckt. 

25. Serienverechaltxing xiacfa einem oder mehreren der Ansprflche 
16 bis 24, 

20 da dure h gekeaaseiohnet , 

dass die Breitc einer Trennlinie (21) in der GroEenordnung 
von B - 10>un-3mni, inabesondere zwiscben lO^m-SOOiun, liegt. 

26. Serlenverschaltung nach einem oder mehreren der AnsprQcbe 
25 16 bis 2S, 

dadULreh gekeaaselebaet, 

dass der Abstand zwischen zwei Trennlinien (21) in der Or6- 
fienordnung von 1mm- 3cm , insbespndere zwischen Simn-Smra, 
liegt. 



30 



27. Serienverschaltung nach einem oder mehreren der AnsprAche 
16 bis' 26, 

dadurch g e k e a a s e 1 e h a e , 
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dass die Vorderkontaktschlcht (40) aus einem leitenden Ma- 
terial bestebt. 

28 . Serienverschaltting nach Anspruch 27, 
5 da d u r c h g c k e n n « • i o b n e t # 

das6 die Vorderkontaktschicbt (40) aus einem TCO (Tranepa- 
renC Conductive Oxide) beatebt. 

29 . serienverschaltiing nach einem pder mehreren der Anapariiche 

10 1^ bio 28, 

dadureb g a k e a n a e 1 e h & a t # 

dass die RAckkontaktscbicht (50) aus einem Metall, einem 
TCO (Transparent Conductive Oxide) oder einem lei tfahigen 
Polymer bestebt. 



3^5 ■ . 

30. Serienverscbaltung nacb Ansprucb 29, 

d a du r c b g e k e nn ■ a i e bn e fc , 

dass die ROckkdntaktschicht (50) aus einem Polymer aus der 
Gruppe der Epoxidharze, Polyurethane, und/oder Polyimide 
20 mit leitf^igen Partikeln einer Gruppe aus Kohlenstof f , In- 

dium, Nickel, Silbar/ Molybd&n, Eiaen/ Nickelchrom, Alumi- 
nium und/oder enteprecbenden Legierungen bzw. Oxiden be- 
atebt:. 

25 31. Scrienverschaltung nach Anspruch 30, 

d a d u r c b 9 e k a a n a e i e b a e ^ « 

dass die Rftckkontaktachicbt (SO) aus einem intr ins iscben 
leitf&higen Polymer beetebt. 

30 32 , Seri^nverschaltxmg nach einem oder mehreren der Ansprache 
16 bis 31, 

dadureb g e k e a a a e i c b a a H » 



GEAENDERTES BLATT 



03-02-2006 +49 241 4007121 EP0410781 

10009-PT-WO 

27 . ■ 

das8 die Trennschnitte (60,61) mit einem ieolierenden Mate- 
rial aufgefftllt Bind. 

33. Serienverechaltung nach einem Oder mehrcren der Aneprache 

5. "•. , 16 bis 32, 

da du rch gekeiin«elcbnet:, 
dass die Serlemrerschaltung bandfdrmig ist. 

34 . Serienverschaltung nacJi einem oder roehxeren der Jmepracho 

4P> 10 l<5 bis 33, 

dadurch g • Jc o a a « • 1 c b n • * » 

daes die Breite der Serienverschaltung in der QrfiiSenordniing 
von 5-30 cm, insbesoiuiere bei etv« 10cm, liegt . 

is 35. serienverschaltimg nach einem Oder roehreren der AiiBpriiche 

• . ..16 .bis 34, ■■ . 

dadiarcb g e k e a a s • 1 (t li a • t ^ 

daes die Serienverschaltting so mit einer anderen Serienver- 
schaltung verbunden ist, dasa die Rflckkontalctschicht (50) 
20 in Kontakt mit einer Vorderkontaktschicht der anderen Se- 

^ xienvereehaltung steht. 

36. Serienverschaltung nach Anspruch 35, 

d a d IX r e fa. g e k e a a « • i c h a • t , 
25 dass die Serienverschaltung schindelartig mit wenigstens 

einer anderen Serienyerschalttuig verbunden ist, wbbei die 
RCickkontaktschicht (SO) auf einer VorderkontaJctachicht Oder 
die Vorderkontaktschicht (40) auC einer ROcWcontaktBChlcht 

der anderen Serienverschaltung liegt. 



30 



37 . Serienverschaltung nach einem oder beiden der Anspriiche 3S 
und 36, 

dadurch gekeaaseiebaet, 
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dass die R^ckkontaktschicht (50) mit einem leitfahigen Kl 
ber itdt einer Vorderkontaktschicht der anderen Serienver- 
scbaltung verboinden ist. 

5 38. Phptovoltaikrnodul, 

dadurch gekcnnaeicbnet, 

daas es eine Sericnverachaltung nach einem pder inehrereh 
der Ansprfiche 16 bis 37 umfaost. 
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